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半導体ゲート絶縁膜やシンチレーターの材料として期

待されるペロブスカイトYAlO3(YAP)について、厚さ

0.5mmの単結晶を、1100～1300oCの大気中で12時間熱処理

した。熱処理前後のX線回折(XRD)スペクトルと、その面

積強度の熱処理温度依存性を図1に示す。YAPが本来示す

34.6oのXRDピークは、1250oCでほぼ消滅し、1300oCで再び

出現する(1)。一方、試料表面にYAG(Y3Al5O12)の結晶構造が

生成したことを示す33.6oのピークは、1200oC付近でのみ

出現する(1)。我々は、500oCで電子・正孔対の生成が起きる

LaAlO3に対し、YAPは熱的に安定であると報告した(2)。し

かし、図1の結果は、YAPでも、1100oCを超える高温では

結晶性が低下することを示している(1)。 

図2にフォトルミネセンス(PL)スペクトルを、図3にその

面積強度の熱処理温度依存性を示す。6.7eV光により1.66, 

1.72eVに励起される不純物のCr3+に起因するPL(3,4)と、

7.7eV光により2.3, 2.6, 3.1eVに励起される不純物Er3+より

のPL (3,5)は、1250oCでほぼ消滅し、1300oCで再び出現する。 

YAPが本来示すXRDピークの面積強度と、両PLの面積

強度の相関を図4に示す。Cr3+のPLは相関係数rが0.91、Er3+

のPLは0.96と強い相関があるため、Cr3+とEr3+のPLの消滅

と再出現が、YAP本来の結晶構造の消滅と再出現に起因す

ることが分かる。この結果は、前報(3)ではイオン照射によ

り導いた、YAPが本来の構造として高い結晶性を持つとき

にのみ正8面体の結晶場にあるCr3+と14面体の結晶場にあ

るEr3+が光るという結論に確証を与えている。 
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Fig. 1. In-plane XRD patterns before and after the 

annealing in air (inset) and their intensities as a 
function of annealing temperature. 
 

 

Fig. 2. PL spectra excited at 6.7 (a) and 7.7 (b) eV 

before and after the annealing in air.  

 
Fig. 3. Intensities of PLs due to Cr3+ and Er3+ as a 

function of annealing temperature.  

 
Fig. 4. Correlations among the intensities of XRD peak 

due to YAP and two PLs due to Cr3+ and Er3+.  
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